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Tiを Siにイオン打ち込みした試料に Pulsed Laser Melting (PLM) を行うことで Tiが過飽和ドープさ

れた Si結晶の作製が可能となり、Tiの不純物バンドを利用した中間バンド型太陽電池への応用が期待

されている 1,2。我々はこれまでに Ti の PLM 条件と試料の構造およびバンドギャップエネルギー以下

での光吸収の増加を報告してきた。本研究では、Tiの過飽和ドープ条件を変化させた Si結晶の赤外領

域における光吸収と光電気伝導特性を調べる。 

抵抗率 8～12 Ωcm の n型 Siウエハーに Tiを 1×1014 , 1×1015 , 1×1016 ions/cm2 のドーズ量打ち込

みエネルギー120 keVでイオン打ち込みし、その後 PLM法で結晶化させた。1×1016 ions/cm2 の試料は

レーザーフルエンスを変化させて作製した。試料表面には平行電極を形成し光電気伝導の測定を行っ

た。 

Ti をドーズ量 1×1016 ions/cm2 でイオン打ち込みした

Si に対して、PLM のレーザーフルエンスを変化させて作

製した試料の光電気伝導スペクトルの結果を図 1に示す。

PLM後の試料はいずれも n型 Siウエハーと比較して、バ

ンドギャップエネルギー以下の光励起による光電流の増

大が観測された。しかも過飽和ドープによるバンドギャッ

プエネルギー以上の光励起による光電流の低下は見られ

なかった。これに対し Mnや Sを過飽和ドープした Si単

結晶には赤外領域で顕著な光電気伝導は見られない。これ

らの結果から Ti の過飽和ドープは赤外領域での光電気伝

導の増加に有効であると考えられる。ドーズ量を変化させ

た際の結果を図 2に示す。ドーズ量の増加に従い光吸収は

増加するが、赤外領域での光電流には大きな変化は見られ

なかった。これらの結果は赤外領域での光電気伝導は試料

作製条件や光吸収強度に大きく依存しないことを示し、中

間バンド形成と光電気伝導の増加の相関については慎重

な議論が必要であることを示唆する。Ti の過飽和ドープ

はMnやSと比較して赤外領域での光電気伝導の増加に有

効であるが、その原因に関しては中間バンド形成以外の可能性も含めて議論する必要がある。 
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